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Vyndlez sa tyka spOsobu exponovania
obrazcov na maskéch integrovanych. obvo-
dov, priCom riesi optimalizaciu riadenia ge-
nerdtora obrazcov a elektronového litografu.

Morfologia integrovanych obvodov navrh-
nutych grafickou metddou je vyjadrend v ob-
rysovej reprezentécii, t. j. kaZdy obrazec na
maske integrovaného obvodu je definovany
svojim obrysom. Pri exponovani pozitivnych
masiek na generatore obrazcov alebo elek-
trénovom litografe je celd plocha ohranicend
obrysom postupne exponovana cez Strbinu
obdlZnikového tvaru a pri exponovani nega-
tivnych masiek je postupne exponovana
plocha medzi obrazcami. Poloha, rozmery
a natoCenie osi S$trbiny st ovlddané pro-
strednictvom riadiaceho pocitaca generatora

obrazcov alebo elektrénového litografu. Do-.

teraz pouZivané spdsoby st zamerané predo-
v8etkym na minimalizdciu poftu expozicii,
pri¢om vo vSeobecnosti je vZdy jedna strana
exponovaného obdiZnika stotoZnend s ¢astou
obrysu obrazca. Vyska exponovaného obdlZ-
nika je pritom vypocitana tak, aby cely ob-
dlznik leZal vo vnitornej ploche obrysu.
Nevyhodou u doteraz pouZivanych spdsobov
je predovSetkym rozmerovd rdznorodost
exponovanych obdlZnikov, negativne ovplyv-
fujica celkovi dobu exponovania masiek na
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" integrovanych

generdtore obrazcov. Obrazce obsahujice
ostré vnidtorné uhly nie st tymto spOsobom
exponovatelné. Niektoré typy neortogonédl-
nych obrazcov nie je moZné dplne pokryt
exponovanymi obdlZnikmi. Exponované plo-
chy sa viacndsobne pokryvajg, ¢o vylucuje
aplikdciu tychto postupov v elektronovej
litografii. Doteraz pouZivané spdsoby maji
velké naroky na operaénd pamét a strojovy
¢as poditaca, a preto st implementované len
na velkych pocitacoch.

Uvedené nevyhody v podstatnej miere od-
stratiuje spOsob exponovania obrazcov na
maskéach integrovanych obvodov podla vy-
nalezu, ktorého podstata spocCiva v tom, Ze
jeden rozmer $trbiny je kon3tantny pri na-
toceni z jej zédkladnej polohy.

Spbsob exponovania obrazcov na maskach
obvodov podla vyndlezu
umoZiiuje spolahlivo exponovat vietky druhy
obrysovo zadanych obrazcov, pricom mé
univerzdlne pouZitie ako v elektrénovej lito-
grafii, tak i pri exponovani masiek genera-
tormi obrazcov. Skratenie doby exponovania
masiek o 20 aZ 40 % zvysi produktivitu ge-
nerdtora gbrazcov a umozni generovat masky
VLSI obvodov. Dal3ou pgednost’ou je zjedno-
dusenie konstrukcie obdlZnikov a predtriede-
nie vygenerovanych obdlZznikov do dvoch



skupin, ¢im sa urychli a zjednodusi cely
postup natolko, Ze je realizovatelny na mini-
pocitadi.

Na priloZenom vykrese je na obr. 1 obryso-
va reprezentdcia dvoch obrazcov na maske
integrovaného obvodu. Na obr. 2 je plnou
Ciarou vyznadend poloha obdlZnika s osami
réznobeZnymi s osami stradnicového systé-
mu masky v obrazci pri exponovani na pozi-
tivnej maske. Na obr. 3 je plnou ¢iarou vy-
znacena poloha obdlZnika s osami réznobez-
nymi s osami stiradnicového systému masky

v obrazci pri exponovani negativnej masky.

Na obr. 4 je ndhradny ortogondlny obrys
obrazca pri exponovani generitorom obraz-
cov na pozitivnej maske. Na obr. 5 je ndhrad-
ny ortogonédiny obrys obrazca pri exponovani
na negativnej maske. Na obr. 6 je ndhradny
ortogondiny obrys obrazca pri exponovani
elektronovym litografom na pozitivnej mas-
ke. Na obr. 7 je ndhradny ortogondlny obrys
obrazca pri exponovani elektrénovym lito-
grafom na negativnej maske. Na obr. 8
st znadzornené plochy exponované elekird-
novym litografom na pozitivnej maske. Na
obr. 9 st zndzornené plochy exponova-
né elektrénovym litografom na negativnej
maske. Na obr. 10 siéi znédzornené plochy
exponované generatorom obrazcov na pozi-
tivnej maske.

Pri spdsobe podla vynélezu si z obrysovej
reprezentdcie 1 obrazcov na maskach inte-
grovanych obvodov generované obdlZniky
v dvoch etapdch. V prvej etape si genero-
vané obdlZniky s osiami $trbiny 15 natode-
nymi voci osiam masky 12. Na v3etkych hra-
nach obrysu obrazcov rézncbeZnych s osiami
12 st zostrojené obdlZniky tak, Ze hrana ob-
rysu 16 rdznobeZnd s osiami masky tvori

jednu stranu obdl#nika a vy3ka obdlZnika 13,
14 je konS$tantnd. Pri exponovani pozitivnej
masky je obdlZnik 2, 8 vygenerovany na vnii-
tornd stranu od hrany obrazca a pri expo-
novani negativnej masky je obdlZnik 3, 9
vygenerovany na vonkajsiu stranu. Pre riade-
nie generdtora obrazcov je konstantna vyska
obdlZnikov 13 dand minimélnou vnitornou
vzdialenostou obrazcov masky vyplyvajicou
z ndvrharskych pravidiel. Vygenerované ob-
dIZzniky 2 st exponované generatorom obraz-
cov ako obdl#niky 19. Pri ostrom vniitornom
uhle vznikne poru$enie obrysu 20, ktoré je
moZné eliminovat nastavenim kon3tantnej
vy3ky obdlZnika podla minimélneho rozmeru
Strbiny. Pre riadenie elektrénového litografu
je konstantné vyska obdlZnikov 14 dané celo-
Ciselnym nésobkom minim4lneho rozmeru
Strbiny alebo priemeru elektrénového lica,
pricom je vlastné exponovanie vygenerova-
nych obdlZnikov 10, 11 s osiami natoenymi
vodi osiam masky 12 potladené. V druhej eta-
pe si generované obdlZniky s osiami v z4-
kladnej polohe. Vytvoreny je ndhradny orto-
gondiny obrys, pri exponovani pozitivnej
masky vpisany 4 do pdvodného obrysu ob-
razca 1 a pri exponovani negativnej masky
opisany 5 okolo pévodného obrysu 1. V na-
hradnom ortogondlnom obryse si hrany
rdoznobeZné s osiami masky interpolované
ortogondlnou lomenou ¢&iarou 6, 8 pri expo-
novani pozitivnej masky a 7, 9 pri exponovani
negativnej masky tak, aby celd lomend Ciara
leZala vo vniitri zodpovedajtcich obdlZnikov
2, 3, 10, 11 vygenerovanych v prvej etape.
Z nahradného ortogondlneho obrysu 4, 5 si
vygenerované a exponované obdlZniky 17
elektréonovym litografom, resp. 18 generéto-
rom obrazcov podla beZnych postupov.

PREDMET VYNALEZU

Spbsob exponovania obrazcov na maskach
integrovanych obvodov generatorom obraz-
cov a elektrénovym litografom s nastavitel-
nou polohou, rozmermi a sklonom osi Strbiny
obdiZnikového tvaru postupnym exponova-

nim plochy masky s osiami §trbiny v zdklad-
nej polohe rovnobeZnymi s osiami masky
vyznadujici sa tym, Ze jeden rozmer Strbiny
je kon§tantny pri natoceni osi z jej zdkladnej
polohy.
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